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１．概要（Summary） 

次世代 30m 望遠鏡（TMT）や 8.2m すばる望遠鏡の

観測装置用に最適な高分散かつ高効率な新しい

Volume binary (VB) grating の製作法を開発して実用化

することを目的とする。 

サイクル・エッチングおよび、シリコンの酸化・酸

化膜除去により SOQ (Silicon on quartz) 基板上に高ア

スペクト比の矩形格子を製作する。さらにその格子を

酸化させて、格子の界面（側面）において臨界角にな

るように屈折率が高い樹脂を充填することにより VB 

grating を製作することができる。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

洗浄ドラフト一式、シリコン専用の各種熱処理（酸

化、拡散）装置一式、マスクレス露光装置、マスクア

ライナ装置、Reactive Ion Etching 装置（非 Bosch プロ

セス）、Deep Reactive Ion Etching 装置（Bosch プロセス）、

デジタルマイクロスコープ群、エリプソメーター、表

面形状測定器（段差計） 

【実験方法】 

石英基板とシリコン基板を酸素プラズマによって

表面を活性化させて接合し、シリコンを厚さ 20μm程

度まで研磨して SOQ（Silicon on Quartz）基板を製作し

た。SOQ 基板のシリコンをサイクル・エッチングおよ

び、酸化・酸化膜除去により高アスペクト比のシリコ

ンの矩形回折格子を形成し、さらにシリコンの回折格

子を酸化して全体が石英の矩形回折格子を開発する。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 のように一部に気泡があるものの、シリコンと石英

が強固に接合した SOQ 基板の開発に成功した。シリコ

ンの酸化工程において常温と約 1000℃との温度サイ

クルによる歪みが生じにくいサイクル・エッチング用

のマスクを設計した。 
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Fig.1 Bonding of silicon and silica substrates by means of 

oxygen plasma. 


